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Introducao |

Estudos de novos produtos a partir de filmes
finos estdo sendo feitos em diversos setores da
industria, tais como: na fabricagcdo de microcircuitos
eletrénicos, dispositivos fotovoltalcos sensores de
gds e termossensores’. Nestes estudos o
semicondutor de diéxido de estanho com diversas
formas de dopagens apresenta propriedades
importantes para sua utilizagdo, porém defeitos
superf|0|a|s decorrentes do processo de preparagao
sdo freqiientes, inviabilizando sua utilizacdo'.

Este trabalho teve como objetivo estudar a
corregao de defeitos superficiais de filmes finos de
diéxido de estanho (SnO,) através da agregacao de
moléculas auto-organizaveis (SAM) e os efeitos nas
propriedades eletroquimicas em relagao a dopagem
ou nao com niébio (Nb,Os) através de ensaios
eletroquimicos e de fotossensibilidade.

Resultados e Discussao |

As amostras de fimes finos foram
preparadas pelo meétodo sol gel modificado e
dopado em 0,1 e 0,3 % em mol de Nb,Os Apds
geragao dos filmes, as amostras (flme de SnO,
puro, SnO,:Nb,Os em 0,1%, SnO,:Nb,Os em 0,3%
mol) receberam a deposicdo de uma camada de
SAM.

Analises de fotocronoamperometria foram
feitas utilizando-se um potenciostato e um contra
eletrodo de platina (Pt). O eletrollto utilizado foi
0,5mol.L" de t- but||p|r|d|na 0,6mol.L”" de iodeto de
tetrabutilamonio, 0,1mol.L”" de l,, 0,1 de Lil em 10
mL de metoxiprprionitrila. Estas analises foram
feitas a partir do potencial de equilibrio (Eq) da cela
eletroquimica formada, os valores de E., estdo
apresentados na tabela 1.

Tabela 1. Descri¢do dos E.q das amostras
estudadas.

AMOSTRA Eeq (MV)
Sno; -117,0£0,1
Sn02:Nby0s 0,1% -5,0 +0,3
Sn0,:Nb>05 0,3% 20,0+0,2
SnO; +SAM -256,0 + 0,1
Sn02:Nby05 0,1% + SAM -335+ 0,4
Sn02:Nb205 0,3% + SAM 265+ 0,3

Na tabela verifica-se que os valores obtidos
de E., sdo deslocados para potenciais mais
catédicos nas amostras que receberam o tratamento
com a SAM.
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Os resultados obtidos nas medidas de
fotocronoamperometria estdo apresentados na
figura 1.
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Figura 1. Fotocronoamperogramas das amostras
estudadas com SAM e sobre ou néo iluminagao (1)
de 100mWcm™? apds estabilizagao de j.

Na figura 1 estdo representadas amostras
contendo SAM, as amostras sem a agregagao deste
composto nao fordo adicionadas a figura 1, pois
suas densidades de corrente (j) sdo inferiores a
0,5pA.cm™ ndo superando este valor em nenhum
estagio da analise. Este fendmeno pode ter ocorrido
pela nucleagdo da SAM nas fractancias do material
possibilitando o contato elétrico. Nota-se também
que a dopagem influéncia na j gerada no sistema,
pois o niébio é um elemento fotossensivel, assim
com o aumento de sua concentragdo teve-se uma
maior j no sistema.

Conclusoes

(2) A adicao de SAM’s na montagem dos
filmes finos reduziu o efeito dos defeitos superficiais
ampliando sua capacidade de condutividade em
relacédo aos filmes sem SAM’s;

(1) A dopagem dos fiimes de SnO, com
Nb,Os causa aumento na fotossensibilidade e
condutividade deste material.
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